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【はじめに】 

-Ga2O3はパワーデバイス用半導体材料として有望ではあるものの、無策では格子不整合のために

エピ層の転位密度が 1010 cm-2台と極めて大きい。転位密度の低減手法としては、選択横方向成長 

(Epitaxial Lateral Overgrowth; ELO) が有効であり、106 cm-2台の転位密度も報告されている。しか

し、転位密度がマスクパターンを反映して不均一になりやすい。また、マスク形成および 2 回成

長が必要であり、コストを押し上げる要因になりうる。そこで本研究では、マスク形成が不要で、

1 回の成長で完了する転位密度低減手法を検討した。 

【実験結果と考察】 

-Ga2O3の成膜にはハライド気相成長法 (Halide Vapor Phase Epitaxy) を用いた。c 面サファイア基

板上に基板温度 520 °Cで厚さ 0.5 m 成膜後に原料供給を一旦中断し、463 °C に下げてから成長

を再開した。低温成長は、まず 8 m/hの低速で 0.5 m 成長したのちに 42 m/h に増速してさらに

12 m 成長した。この試料の断面 TEM 像を Fig. 1 に示す。低温高速成長層において、転位密度が

速やかに減少している。転位に対応するエッチピット (HClガスエッチングによる) は表面におい

て均一に分布しており、密度はおよそ 4108 cm-2 であった。-Ga2O3 薄膜の典型的な転位密度は

1010 cm-2台前半なので、約 1/100 に低減できたことになる。単なる成長の中断/再開や高温高速成

長、および低温低速成長では転位密度の減少は顕著ではなく、低温高速成長を行うことが最も効

果があった。低温高速成長の特徴は、Fig. 2 に示すように、表面に凹凸が形成されやすいことであ

る。この凹凸が転位の曲げと合体・消滅を促進し、転位密度が減少した可能性がある。 
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Fig. 1. Cross-sectional TEM image of an -Ga2O3 

layer grown by the maskless method.  

Fig. 2. Surface SEM image of an in -Ga2O3 

film grown by the maskless method. 
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